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摘要(译)

一种用于驱动非易失性存储器件的方法，包括半导体衬底，衬底上的岛
状半导体层，具有控制栅极的存储器单元和围绕岛状半导体层的外围表
面的电荷存储层，设置在所述非易失性存储器件之间的第一选择晶体管
存储器单元和衬底，具有第一选择栅极，衬底和岛状半导体层之间的源
极扩散层，设置在岛状半导体层的与源极扩散层相对的一端的漏极扩散
层，以及第二选择晶体管在存储器单元和漏极扩散层之间提供并具有第
二选择栅极的方法包括以下步骤：将负的第一电压施加到漏极和第一选
择栅极，将正的第二电压施加到第二选择栅极，以及向源施加0V或正的
第三电压;将高于第二电压的正的第四电压施加到存储单元的控制栅极，
用于将电荷注入电荷存储层。
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